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Wzmacniacze sygnaldw clektrycenych
malej czpstotliwodcl znajdujy rdanorod-
ne zastosowanie w ukhdach praktycz-
nych, poniewa? potrzeba ich ufycin
wysigpuje zardeno w ndhinmim 3
diowych, jak i w samodzielnie dzialaja-
pciiineed od Bk s

Wemncniacze malej czestotliwode shu-
#a do uzyskania uZytecznego syanahs
o okredlonej mocy dostosowanej do
odpowiedniego obcigenia (np. glodni-
kal majycego okredlony opornodd wo-
waoglrni.

Zakres copstotliwodel zewycsaj roz-
cigga si¢ od kilkudziesiccin hercdw do
kilkunastu kilohercéw i obejmuje tym
samym pasmo czestotliwods akustycz-
nych.

Doswiadczalny wzmacniacz tranzystorowy

Warunkiem naletytej pracy wzmacnia-
cza jest dostarczenic na wyjiciu nie
znickszialconych sygnalow. W celu uzy-
skanin tego clekiu stosuje sie rdéne drod-
ki zaradeze w ukladach pracy trunzystio-
TOowW,

Istotne maczenie ma w tym wypadku
rodzaj sprzegenia migdzystopniowego
(np. bezpoirednie, pojemnodciows lub
transformatorowe) ornx sposob stahili-
zacli pracy ukladu, j | stoso-
wanym sposobem stubilizacp jest njem-
ne spregienie zwrotne. Mode ono obej-
mowasd  jeden  stopiet  wzmacniacm
{sprzgzenie lokalne) badé wicksrg liczhe
stopni (spregdenie wielostopniows).
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Rys. 2. Schemat ideowy wzmacniacza dofwiadczalnego. Oporniki mocy do 0.2 W: R, — 51k, R, —
TMQ R, —22kQ, R, — 1,2k}, R, — 0,5 M. Kondensatory: C,—1do2 pr125V C,—5nF 125\1"

Na rys. 1 przedstawione zostaly ukla-
dy z lokalnym sprzezeniem zwrotnym:
a) z prgdowym sprzeZeniem typu szere-
gowego, b) z napigciowym sprzezeniem
typu réwnoleglego, c) ze sprzezeniem
mieszanym.

Korzystne wilasnosci ukltadéw z ujem-
nym sprzgzeniem zwrotnym sprawiaja,
ze zastosowanie ich we wzmacniaczach
tranzystorowych w wielu wypadkach
. jest nmiezbgdne. Z praktycznego punktu
widzenia korzystniejsze wyniki mozna
osiggng¢ w ukladzie ze sprzezeniem
zwrotnym wielostopniowym, poniewaz
daje ono mniejsze straty wzmocnienia
niz w ukladzie ze sprzezeniem zwrotnym
lokalnym (w kazdym stopniu).

Wzmacniacz tranzystorowy, ktérego
schemat przedstawiony zostal na rys. 2,
moze by¢ wykorzystany do przeprowa-
dzenia licznych doswiadczen.

Uklad jest prosty dzigki zastosowaniu
sprzgzenia bezposredniego trzech stop-
ni, z ktérych dwa pierwsze stanowig
wzmacniacz wsigpny, a trzeci jest tran-
zystorem mocy. W obwdd bazy tranzy-

stora T, jest wilaczony opornik R,
aw jego obwodzle kolektorowym mamy
opornik R, Wzmocniony wstgpnie
sygnat clcktrycmy jest doprowadzony
do bazy nastgpnego stopnia z tranzy-
storem T,, ktérego obcigZeniem jest
opornik il polaryzujacy jednocze-
$nie bazg tranzystora T,. pracujacego
w czlonie koricowym. Doblerajqc war-
tod¢ opornika R, mozemy regulowaé
natezenie pradu kulektorowego tranzy-
stora T,.

Natezenie pradu kolektorowego, mie-
rzone w punkcie ,,a”", nie powinno prze-
kracza¢ 100 mA.

Za pomocy opornika R, jest zreali-
zowane sprzezenie zwrotne obejmujace
wszystkie czlony wzmacniacza. Glosnik
jest wlaczony bezposrednio do obwodu
kolektorowego tranzystora T 4 @ opor-
nos¢ jego cewki drgajacej pcwmna wy-
nosi¢ okoto 40 Q (gloéniki o innej opor-
nosci nalezy wigcza¢ za posrednictwem
transformatora). Obwé6d glosnika jest
zbocznikowany stalym kondensatorem
C, v pojemnosci 5 nF.
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W ocelu preystosowanis wamseniaces
do wspdlpracy z adapterem (krystalice-
nym), réwnolegle z kondenssiorem
sprzggajgeym C, nalezy whyeeyd opor-
nik R, o wartodci okolo 0,5 MO,

Schemal  montiowy  wrzmacniacza
priedstawiony zostal na rys. 3. Plytkn
montazowa o wymiarach 100 . 150 mm
moze byd wykonann z dowolnego male-
riatu izolacyjnego (np. bakelity, winidu-
ru) grubosc okoto 2 mm.

We wzmacninczu modelowym wyko-
rrystano nastgpuiiee tranzystory : TG 30
(2 szt) ornz TG 60 (1 st), Zrédlo mai-
lama stanowiy  dwie bateric  plaskie
(245 V)

Tranzystory mede] mocy majg wy-
prowadzenie elektrod wykonane cien-
kim drutem (o drednicy okolo 0.3 mm)
diugosci okolo 4 em. W rwigzku 7 tvm
nie nalezy zgingé koricowek tranzysio-
rivw w poblizu ich obudowy, lecz w od-
leglodei co najmmniej | cm.




Lutowanie wyprowadzefi tranzystorn
najwygodmm Jest wykonaé za pomocs
ek lutowniczych dowolnego ty-

plt. Kll’kn sposobdw montowania tran-
:}mﬁw do uklado prredstawiono na

anes montowania ukladu probnego
jest stosunkowo prosty i hatwy. Najpierw
rommieszezamy w o otworach  elementy

skladowe zgodnie ze schematem ideo-
wym, wyprowadzajge ich kofcowki na
dmm strong  plyiki, Pﬁuﬂe wiko-
nu fotjge odpowiednie koncowki
Hmﬂgedmn ze soby lub nd::;;:ml
preewody montatowego (gotym drutem
miedzianym}. .

Mgr ind. Witold Kozak




